INFINEON-IGBT(推荐用于电磁炉)与FAIRCHILD-IGBT(推荐用于电磁炉)参数比较     北京韶光科技有限公司
	NAME
	Vces

(V)
	Vges

(V)
	Ic

(A)
	Icm

(A)
	Vf(diode)
(V)
	PD

(W)
	Rθjc
(℃/W)
	Vge
(th)(V)
	Vce(sat)

(V)
	Tr

(ns)
	Tf

(ns)
	Eon

(mj)
	Eoff

(mj)
	Qg

nc
	PACKGE

	FGA25N120ANTD
	1200
	±20
	50(25℃)
25(100℃)
	90
	IF=(25A)

2.0

2.1max
	312(25℃)
125(100℃)
	2.4
	3.5-5.5-7.5
	2.0
2.15max

Vge=15V
	60
Rg=10

Vge=15
	100
Rg=10

Vge=15
	4.1
Rg=10

Vge=15
	0.96
Rg=10

Vge=15
	200
	TO-3PN


	FGA25N120AND
	1200
	±20
	40(25℃)

25(100℃)
	75
	IF=(25A)

2.0

2.1max
	312(25℃)

125(100℃)
	2.4
	3.5-5.5-7.5
	2.5

2.9max

Vge=15V
	60

Rg=10

Vge=15
	45

Rg=10

Vge=15
	4.8

Rg=10

Vge=15
	1.0

Rg=10

Vge=15
	200
	TO-3P

	FGA15N120

FTD
	1200
	±25
	30(25℃)

15(100℃)
	45
	IF=(15A)

1.4

1.8max
	220(25℃)

88(100℃)
	2.67
	3.5-6.0-7.5
	1.58

1.83max

Vge=15V
	80

Rg=15

Vge=15
	255

Rg=15

Vge=15
	0.58

Rg=15

Vge=15
	0.88

Rg=15

Vge=15
	100
	TO-3PN



	FGA20N120

FTD
	1200
	±25
	40(25℃)

20(100℃)
	60
	IF=(20A)

1.3

1.7max
	298(25℃)

119(100℃)
	2.4
	3.5-5.9-7.5


	1.6

1.85max

Vge=15V
	79

Rg=10

Vge=15
	217

Rg=10

Vge=15
	0.42

Rg=10

Vge=15
	0.71

Rg=10

Vge=15
	137


	TO-3PN



	IHW15N120R2


	1200
	±20

±25
	30(25℃)

15(100℃)
	45
	IF=(15A)

1.45

1.65max
	357(25℃)
	0.99
	5.1-5.8-6.4
	1.5

1.7max
	?


	62

Rg=15

Vge=15
	Min

Rg=15

Vge=15
	0.9

Rg=15

Vge=15
	133
	TO-247



	IHW20N120R2


	1200
	±20

±25
	40(25℃)

20(100℃)
	60
	IF=(20A)

1.45

1.7max
	330(25℃)
	0.9
	5.1-5.8-6.4
	1.55

1.75max
	?


	53

Rg=15

Vge=15
	Min

Rg=15

Vge=15
	1.2

Rg=15

Vge=15
	143
	TO-247



	IHW25N120R2


	1200
	±20

±25
	50(25℃)

25(100℃)
	75
	IF=(20A)

1.45

1.7max
	365(25℃)
	0.82
	5.1-5.8-6.4
	1.6

1.8max

Vge=15V
	?
	55.8

Rg=10

Vge=15
	Min

Rg=10

Vge=15
	1.59

Rg=10

Vge=15
	60.
	TO-247



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	NAME
	Vces

(V)
	Vges

(V)
	Ic

(A)
	Icm

(A)
	Vf(diode)

(V)
	PD

(W)
	Rθjc
(℃/W)
	Vge

(th)(V)
	Vce(sat)

(V)
	Tr

(ns)
	Tf

(ns)
	Eon

(mj)
	Eoff

(mj)
	Qg

nc
	PACKGE

	IHW15T120
	1200
	±20


	30(25℃)

15(100℃)
	45
	IF=(20A)

1.45

1.7max
	113(25℃)

10μs
短路
	2.4
	5.0-5.8-6.5
	1.7

2.0 max
	?
	30

Rg=56

Vge=15

15A
	60

Rg=56

Vge=15

15A
	1,4

Rg=56

Vge=15

15A
	85
	TO-247



	IHW20T120
	1200
	±20


	40(25℃)

20(100℃)
	60
	1.7
1.7max
	178(25℃)

10μs
短路
	2.0
	5.0-5.8-6.5
	1.7

2.0 max
	?
	30
Rg=28

Vge=15

20A
	70
Rg=28

Vge=15

20A
	Rg=28

Vge=15

20A
	120
	TO-247




FAIRCHILD-IGBT专门为电磁感应加热提供FGA20N120FTD 和 FGA15N120FTD
北京韶光科技有限公司

 飞兆半导体公司(Fairchild Semiconductor) 推出全新1200V Field Stop Trench IGBT系列器件FGA20N120FTD 和 FGA15N120FTD，为电磁感应加热应用的系统设计人员提供了高效的解决方案。这些IGBT同时采用Field Stop (场截止) 结构和抗雪崩的Trench gate (沟道栅) 技术，可在传导损耗和开关损耗之间提供最佳权衡，从而获得最高的效率。飞兆半导体的FGA20N120FTD和 FGA15N120FTD一致的参数分布已经增强的抗雪崩击穿能力使得器件的性能一致并且降低器件的失效。这正是利用飞兆半导体创新的Field Stop结构和专有的先进Trench gate单元设计的成果。FGA20N120FTD和FGA15N120FTD采用无铅 (Pb-free) 引脚，潮湿敏感度符合IPC/JEDEC J-STD-020标准对无铅回流焊的要求。
FGA20N120FTD 和 FGA15N120FTD的主要特性包括：
1  低开关损耗，提高系统效率。 
2  低饱和电压，降低导通损耗。
3  内置专为ZVS拓扑而优化的快速恢复二极管，有助于设计人员减少元件数目，同时进一步确保系统可靠性。
4  一致的参数分布，减小性能变化。5出色的抗雪崩能力，延长使用寿命。

